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鉴于紫外探测器在诸多领域的重要应用, 探寻自供电型探测器以及挖掘其内在运行机理显得尤为关键.

本文制备的 Ga2O3/Al0.1Ga0.9N异质结紫外探测器能够实现对 254 nm波长 (UVC波段 )和 365 nm(UVA波

段)波长紫外光的敏感探测, 并在不同方向的偏压驱动下能够实现耗尽模式和光电导模式的光探测. 这里介

绍的基于 Ga2O3/Al0.1Ga0.9N异质结的双波段、双模式紫外光电探测器具有理想的暗电流和光响应特性 ; 在

5和–5 V偏压下, 在 254 nm光照射下的光响应度分别为 2.09和 66.32 mA/W, 在 365 nm光照射下的光响应

度分别为 0.22和 34.75 mA/W. 并且仅在内建电场的作用下能够自供电运行, 对 254和 365 nm波长紫外光的

光响应度为 0.13和 0.01 mA/W. 进一步, 除对材料与器件性能的表征与解析, 本文还从异质结探测器的运行

机理上分析了其双波段与双模式探测特性.
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1   引　言

紫外光电探测器是先进通讯、火警探测、空气

净化以及臭氧监测等领域中重要的元器件之一 [1].

目前, 硅 (Si)基探测器已经相对成熟, 但往往需要

高透过率的滤波器和荧光材料阻挡低能光子以提

升效率 [2], 这样就会增加器件加工与运行的成本.

宽禁带半导体由于其能带上的天然优势能够在无

需材料或器件的特殊处理的情况下实现紫外探

测 [3], 并且随着材料生长技术的进步与器件加工能力

的提升, 宽禁带半导体材料的获取也越来越容易 [4],

宽禁带半导体紫外探测器件也因此取得了很大的

进展 [5−8]. 氧化镓 (Ga2O3)作为一种典型的宽禁带
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半导体材料, 其禁带宽度为 4.9 eV左右, 化学及热

力学性质稳定, 在深紫外探测领域受到了越来越多

的重视. 基于 Ga2O3 基深紫外探测器, 各种器件结

构设计与优化手段被用来优化提升探测器的性能.

×

×

具体地, Qian等 [9] 利用局域表面等离激元共

振的方法, 引入 Al@Al2O3 核壳纳米阵列结构使

Ga2O3 基深紫外探测器的光响应度 (responsivity,

R)达到 216 A/W, 探测度 (detectivity, D*)达到

4.22    1015 Jones. Liu等 [10] 通过构建非对称势垒

的 Ga2O3 基肖特基结, 不仅获得了超高的深紫外

光响应性能, 探测器还能在无源状态 (零偏压)下

稳定运行, 这种依赖于内建电场驱动的自供电工作

模式使其 R 达到了 0.73 mA/W, D*达到了 3.35  

1010 Jones. 此外, 由于表面俘获效应的存在, Ga2O3
深紫外探测器的持续光电导效应与增益循环机制

也被研究并报道 [11,12].

就绝大多数电子、光电子器件而言, 异质结的

构建由于不同的禁带宽度以及不连续的能带会带

来诸多新奇物理现象与器件性能的改善 [13−16]. 界面

的质量对异质结器件起着至关重要的决定性作用 [15],

在很大程度上, 我们甚至可以将界面称为器件 [13].

对于 Ga2O3 基深紫外探测器, 已经有一些异质结构

的报道; 比如, 异质结的构建对探测性能的提升 [17,18],

自供电运行模式的促成 [19,20], 以及宽带探测的实

现 [21,22] 等. Ga2O3 与 Al0.1Ga0.9N都属于宽禁带半

导体材料; 鉴于宽禁带半导体的材料特性, 该工作

组建了基于全宽禁带半导体的异质结构. 就 Ga2O3
基探测器而言, 已经报道的 Ga2O3/GaN异质结探

测器的性能优异 [23,24], Al0.1Ga0.9N与 GaN具有相

近的晶格结构和原子间距, 故本文将利用射频磁控

溅射技术构建 Ga2O3/Al0.1Ga0.9N薄膜异质结, 在

对材料做出基础表征的前提下来探讨该异质结探

测器的紫外光电传感特性, 并就其双波段探测和双

工作模式展开细致分析. 

2   实验方法

首先, 利用金属有机化学气相沉积 (metalorganic

chemical vapor deposition, MOCVD)技术在 c 面蓝

宝石衬底上生长 Al0.1Ga0.9N薄膜, 然后利用射频

磁控溅射技术在 Al0.1Ga0.9N薄膜上再沉积 Ga2O3
薄膜. 在获得 Ga2O3/Al0.1Ga0.9N平面异质结的基

础上, 通过机械转移的方法将铟 (In)金属圆柱形

小块分别转移到 Al0.1Ga0.9N和 Ga2O3 薄膜的表面

以作为电极, 通过光学显微镜测量得到异质结探测

器的有效光照面积约为 1.00 mm2, 相应的探测器

结构示意图如图 1(b)所示.

为了检验本工作中所制备的薄膜材料的晶体

质量, 采用 X射线衍射 (X-ray diffraction, XRD)

和紫外-可见光吸收光谱 (UV-Visible absorption

spectroscopy)加以验证. 进一步, 为了表征此异质

结光电探测器的紫外光电响应特性, 利用 keysight

1505A半导体测试仪器来完成, 并辅助以能够发

射 254和 365 nm紫外的光源来辐照样品. 

3   结果分析

如图 1(a)所示, 其为Ga2O3/Al0.1Ga0.9N异质结

的 XRD图谱, 结果显示有 Al0.1Ga0.9N的 (001)和

(002)衍射峰 [25], Ga2O3 的 (110)衍射峰 (a-Ga2O3),

以及 c 面蓝宝石衬底的 (0006)衍射峰. 一般, 文献

报道的衬底衍射峰要比生长的薄膜衍射峰尖锐,

 

7065605550454035302520

A
l 0

.1
G

a
0
.9
N

(0
0
1
)

A
l 0

.1
G

a
0
.9
N

(0
0
2
)

a
-
G

a
2
O

3

(1
1
0
)

c
-
sa

p
p
h
ir
e

(0
0
0
6
)

1510

X
R

D
 i
n
te

n
si

ty
/
a
rb

. 
u
n
it
s

2/(O)

(a)

A
lG

aN

G
a2

O3

A
l2O

3

In

In

(b)

图 1    Ga2O3/Al0.1Ga0.9 N 异质结　(a) X射线衍射图谱; (b) 相应的紫外光电探测器结构示意图

Fig. 1. (a) The XRD pattern of the Ga2O3/Al0.1Ga0.9N heterojunction, and (b) its schematic diagram of the UV photodetector. 
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这里衬底衍射峰低于制备的薄膜衍射峰, 可能是由

于我们使用的 Al0.1Ga0.9N薄膜厚度高达 5 µm并

对衬底衍射起到了一定的掩盖的缘故. 利用上述介

绍的薄膜异质结构, 制备的 Ga2O3/Al0.1Ga0.9N异

质结紫外光电探测器如图 1(b)所示.

本文所制备的Ga2O3 与Al0.1Ga0.9N薄膜的吸收

光谱 (测试波长介于 190到 900 nm之间)如图 2(a)

和图 2(b)所示; 从这个结果, 能够明显看出 Ga2O3
和 Al0.1Ga0.9N薄膜分别对 UVC, UVA波段的紫

外光表现出了明显的强吸收能力, 然而对于可见光

波段基本无吸收, 据此可以推断Ga2O3/Al0.1Ga0.9N

异质结本质上是可以实现 UVA/UVC双波段紫外

光吸收, 体现该异质结探测器的双波段探测能力.

对变量 (ahv)2 与光子能量 (hv)的函数曲线采取外

推法 [如图 2(a)和图 2(b)内插图所示 ]计算得到

Ga2O3 与 Al0.1Ga0.9N的光学带隙 (Eg)分别约为

5.11和 3.58 eV, 其拟合曲线的 Tauc函数表达式为
 

(αhv)
2
= C(hv − Eg), (1)

其中 Eg 为带隙; C 为常数; a 为吸收系数; h 为普朗

克常数; v 为入射光频率. 本工作获得的 Ga2O3 与

Al0.1Ga0.9N的光学带隙值与文献报道基本一致 [4,25].

图 3所示为 Ga2O3/Al0.1Ga0.9N异质结光电探

测器在暗条件以及不同光照强度 (波长为 365和

254 nm)辐照下的电流-电压 (I-V)关系图, 可以看

出该异质结探测器在暗条件下表现出了良好的整

流特性, 这样在反向偏压下更易获得低噪声的光电

探测 . 在 254 nm紫外光照射下整流比也仅约为

40, 在 365 nm紫外光照射下整流比约为 100; 探测

器在暗条件下具有较低的暗电流 (dark current,

Idark); 在+5和–5 V电压的驱动下 , Idark 分别为

68.74和 5.32 pA, 较低的 Idark 将引入更小的噪声

影响和更高的灵敏度 (假设将 Idark 作为探测器噪声

的主要来源). 其光暗电流比 (photo-to-dark current

ratio,  PDCR)在波长为 254 nm(UVC), 相应的
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图 2    (a) Al0.1Ga0.9N薄膜和 (b) Ga2O3 薄膜的紫外-可见光吸收光谱, 相应的内插图分别为 (ahv)2 与 (hv)的函数关系曲线

Fig. 2. UV-vis absorbance spectrum of the (a) Al0.1Ga0.9N and (b) Ga2O3 thin films. The corresponding insets are the functions of

(ahv)2 versus hv, respectively. 
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图 3    Ga2O3/Al0.1Ga0.9N异质结光电探测器的对数形式的 I-V 特性曲线　(a) 暗条件与 254 nm波长紫外光辐照 ; (b) 暗条件与

365 nm波长紫外光辐照

Fig. 3. The semi-log I-V curves of the Ga2O3/Al0.1Ga0.9N heterojunction photodetector: (a) In the dark under 254 nm light illumina-

tion; (b) in the dark and under 365 nm light illumination. 
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×

×

光强为 207 µW/cm2 时高达 1.93    103; 而在波长

为 365 nm(UVA), 相应的光强为 530  µW/cm2

光照下, PDCR高达 7.92    103, 较大的 PDCR展

现出了这里介绍的异质结光电探测器对 254和

365 nm波长的紫外光都具有很强的敏感性, 体现

出了该 Ga2O3/Al0.1Ga0.9N异质结探测器具有双波

段 (dual-band)探测的能力.

这里, 用R, D*和外量子效率 (external quantum

efficiency, EQE)这三项衡量光电探测器的重要指

标来表征探测器性能, 其公式如下 [26]: 

R =
Iphoto − Idark

S · P
, (2)

 

D∗ =
R√

2qIdark/S
, (3)

 

EQE =
hcR

qλ
× 100%, (4)

×
×

λ

其中P 为入射光强; q 为电荷量 (1.6    10–19 C); S 为

有效光照面积; h 为普朗克常量 (6.626    10–34 J·s);

c 为光速;   为入射光的波长 (本文为 254和 365 nm).

另外, 通过对图 3的观察, 很明显可以看到, 在反

向偏压下其为截止状态, 在正向偏压下其为导通状

态. 这类探测器在执行光探测时, 不同方向偏压下

的运行机理不同, 探测器在反向和正向偏压下的运

行模式分别为耗尽模式和光电导模式, 光电导模式

探测器类似于一个光敏电阻, 其输运机制通常用电

子隧穿理论描述. 对于 N-N异质结而言, 由于能带

阶跃和能带弯曲, 也会在界面形成尖峰势垒, 所以

耗尽模式下的载流子输运也可以用热电子理论

解释 [27,28]: 

I = I0

[
exp

(
qV

nkT

)
−1

]
, (5)

 

I0 = AA∗T 2exp
(
− φB

kBT

)
, (6)

I0 A

A∗

φB

其中  为饱和电流;   为金属半导体接触的有效面

积;   为有效理查德森常数; n 为理想因子; kB 为

玻尔兹曼常数:   为异质结界面的势垒高度. 由于

载流子输运机理的不同, 这个 Ga2O3/Al0.1Ga0.9N

异质结探测器执行的是双模式的探测. 异质结器件

由于在正反偏压下的输运机理不同, 因此使得相应

的偏压下探测器的工作模式不同, 包括光电导模式

和耗尽模式. 光电导模式具有良好的线性关系以及

可量化的应用空间. 耗尽模式的 Idark 相对更低, 当

将其作为主要噪声来源时, 探测器的 D*会很高. 根

据 (2)式—(4)式计算所得, 无论是在正向还是反

向偏压下的 R, D*和 EQE分别被总结在表 1中,

这就说明这里所介绍的异质结探测器能够实现双

波段 (254 nm: UVC, 365 nm: UVA)、双模式 (耗

尽模式与光电导模式)的紫外光电探测.

关于自供电型的光电探测器的研究包括运行

机理、运行模式和探测波段等. 对于异质结器件而

言, 由于形成结的两种不同半导材料体接触表面会

有内建电场的存在, 这就能在不施加偏压的条件下

分离电子-空穴对, 故而这类异质结光电探测器可

以在无外加电压下稳定工作, 即称为自供电运行.

如图 4所示, 其为在 0 V偏压下的瞬时光响应与光

强关系图; 随着光强的增加, 更多的光生载流子被

激发, 从而可以输出更大的 Iphoto. 这个结果不仅验

证了此 Ga2O3/Al0.1Ga0.9N异质结探测器可以在自

表 1    双波段、双模式 Ga2O3/Al0.1Ga0.9N异质结光电探测器的性能总结
Table 1.    Summary on the performance of the dual-band, dual-mode heterojunction photodetector.

波长254 nm 波长365 nm

偏压/V R /(mA·W–1) D*/Jones EQE /% R /(mA·W–1) D*/Jones EQE/%

–5 2.09 ×1.60    1011 1.01 0.22 ×1.69    1010 0.075

–4 2.02 ×1.80    1011 0.97 0.16 ×1.44    1010 0.055

–3 1.17 ×1.92    1011 0.84 0.13 ×1.39    1010 0.044

–2 1.49 ×3.00    1011 0.72 0.10 ×2.02    1010 0.034

–1 1.16 ×1.52    1011 0.66 0.07 ×9.53    109 0.025

0 0.13 ×9.37    109 0.06 0.01 ×6.18    108 0.003

1 8.47 ×4.48    1011 4.07 0.88 ×4.68    1010 0.300

2 19.28 ×7.92    1012 9.25 2.08 ×8.54    1010 0.707

3 33.81 ×1.06    1012 16.23 5.32 ×1.66    1011 1.808

4 49.62 ×1.25    1012 23.98 14.24 ×3.56    1011 4.841

5 66.32 ×1.41    1012 31.84 34.75 ×7.42    1011 11.815
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供电模式下工作, 也说明了探测器能够响应快速变

化的光学信号. 此外, 在 254和 365 nm这两种波

长紫外光的照射时, 在光源开启的瞬间, 输出电流

都出现了一个明显的上升尖峰, 这很可能是由于内

建电势与入射紫外光的协调效应导致的, 因为在光

照下激发的大量光生载流子很难及时地被电极收

集 [29−31], 这一现象在自供电型探测器中相对常见. 恰

恰由于这里异质结的内建电势很低, 更是加剧了电

流出现上升尖峰的现象. 然而, Ga2O3 与Al0.1Ga0.9N

都是 N型半导体材料, 它们构建的异质结属于同

型异质结, 即 N-N异质结. 这意味着其整流特性所

能承受的电压范围也小, 很容易出现击穿现象. 具

体可以通过掺杂等技术来调节载流子浓度, 进而改

善对内建电场的调控.

为了研究不同电压下光电流随光强变化的规

律, 如图 5所示为针对不同波长光照射时不同外加

电压下的电流随时间变化图 (I-t 图); 图 5(a)—(d)

显示的结果表明, 在光强一定时, 随着外加电压的

增强, Iphoto 逐渐增大, 这一现象主要是由于随着电

压的增加, 载流子漂移速度增大, 同时更多的电子
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图 4    零偏压下　(a) 254 nm波长紫外光照射下的对数 I-t 特性曲线; (b) 365 nm波长紫外光照射下的对数 I-t 特性曲线

Fig. 4. The I-t curves under (a) 254 nm and (b) 365 nm light illumination at zero bias. 
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图 5    (a) 正向偏压下、(b) 反向偏压下 254 nm波长光辐照下的 I-t 特性曲线; (c) 正向偏压下、(d) 反向偏压下 365 nm波长光辐

照下的 I-t 特性曲线

Fig. 5. The  I-t  curves  at  (a)  positive  voltages  and  (b)  negative  voltages  under  the  illuminations  of  254 nm  UV  light.  The  I-t

curvesat (c) positive voltages and (d) negative voltages under the illuminations of 365 nm UV light. 
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挣脱了界面态陷阱的束缚所造成的. 再者, 考虑到

随着光强的增加, Iphoto 亦随之增大, 光强的增加致

使价带中更多的电子吸收了光子能量 (hv), 更多的

电子跃迁到导带, 形成更高的 Iphoto.

如图 6所示, 根据幂次定律: 

Iphoto ∝ P θ, (7)

θ

θ

θ大于

θ

其中 P 为光照功率密度;   为拟合幂数. 对于本工

作制备的探测器件 ,    并不为 1, 因此可以认为

Iphoto 与 P 呈现出的是近线性关系. 随着电压的施

加,   1, 造成这种现象的主要原因是在外加电

压的作用下, 载流子的漂移速度随之增加并且俘获

态电子需要更小的能量便可跃迁致导带, 因此光子

的剩余能量可以激发更多的电子跃迁, 形成倍增效

应 [32]. 然而如图 6(a)和图 6(d), 外部施加较小的

电压时,   小于 1, 主要是由于较强的光照情况下相

比较小光照情况下, 加剧了载流子散射, 导致相对

更多的电子与空穴的复合造成的, 因为 1 µW/cm–2

的光强对应 1016 cm–2·s–1 的入射光子流密度 [32], 更

高的光强下会有更多的光子入射到半导体的表面,

也就会有更多的光生电子-空穴对产生, 当达到一

定的量时会有明显的散射现象出现 [32].

为了更好地阐释异质结光电探测器的载流子

输运机制, 结合相应半导体的能带位置 [33,34], Ga2O3/

Al0.1Ga0.9N异质结的能带结构示意图如图 7所示;

当 Ga2O3 和 Al0.1Ga0.9N接触时, 由于电子的扩散

运动, 电子将从 Ga2O3 一侧流向 Al0.1Ga0.9N一侧,

并在接触表面形成空间电荷区, 产生内建电场. 由

于界面处会存在一定量的俘获态, 接触时电子会

从 Ga2O3 一侧流向 Al0.1Ga0.9N一侧, Ga2O3 一侧

失去了电子导致电势上升而能带向上弯曲, 界面处

会在靠近 Ga2O3 一侧俘获一定量的电子形成耗尽

区, 因此耗尽区位于靠近 Ga2O3 一侧. 在无外部光

源的激励下 , 电子 -空穴是相对匮乏的 , 此时的

Idark 相对低. 当用 254 nm波长的紫外光照射时,

光子能量大于 Ga2O3 和 Al0.1Ga0.9N禁带宽度的光

子会使得 Ga2O3 和 Al0.1Ga0.9N价带的电子吸收足

够的能量进而跃迁到导带. 然而在 365 nm波长紫

外光的照射下, 其能量只能激发 Al0.1Ga0.9N价带

上的电子跃迁 , 故而 254 nm波长光照射产生的

R 大于 365 nm波长光照射产生的 R. 不同波长照

射下产生的光生载流子被内建电场迅速地分离, 并
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图 6    254 nm波长紫外光辐照下, 施加 (a) 正向偏压与 (b) 负偏压下的光电流与光强的关系图. 365 nm波长紫外光辐照下, 施

加 (c) 正向偏压与 (d) 负偏压下的光电流与光强的关系图

Fig. 6. The intensity dependent photocurrent at (a) positive voltages and (b) negative voltages under illumination of 254 nm UV

light.  The  intensity  dependent  photocurrent  at  (c)  positive  voltages  and  (d)  negative  voltages  under  illumination  of  365 nm UV

light. 
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被电极收集从而形成输出的 Iphoto. 当施加正向偏

压时, 耗尽区受到抑制, 导致 Iphoto 增大; 当施加反

向偏压时, 耗尽区被增强, 出现相反的情况, 导致

较低的反向漏电电流.

  

e e e e

2.93 eV

6.51 eV

h h h h

2.84 eV



7.95 eV

g: 3.58 eV g: 5.11 eV

c

f

v

c

f

v

Dv: 1.44 eV

Al0.1Ga0.9N Ga2O3

-

-

-

-

+

+

+

+

Dc: 0.09 eV

图 7    Ga2O3/Al0.1Ga0.9N异质结能带结构示意图

Fig. 7. The band diagram of the Ga2O3/Al0.1Ga0.9N hetero-

junction photodetector. 

4   结　论

本文介绍了一个 Ga2O3/Al0.1Ga0.9N异质结,

并以此来执行紫外光探测. 结果表明, 该异质结探

测器能够实现双波段、双模式的光探测工作. 异质

结界面处形成的内建电场更是使得该异质结探测

器能够在零偏压下稳定的自供电运行. 在正偏压和

负偏压驱动下, 探测器都能对 254 nm波长紫外光

和 365 nm波长紫外光展现出理想的光响应度. 内

建电场的有效驱动使其能够在无源时依然稳定运

行, 对 254 和 365 nm波长紫外光的光响应度分别

为 0.13和 0.01 mA/W. 本工作系统介绍了基于宽

禁带半导体的异质结紫外探测器的性能特征, 并给

出了响应的理论分析. 整体而言, 目前这个异质结

探测器的性能还存在很大的提升空间, 比如界面优

化, 材料生长质量的改善, 器件工艺的改进等.
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Abstract

The  deep-ultraviolet  (DUV)  photodetectors  (PDs)  have  important  applications  in  lots  of  fields.  Thus,

developing self-powered DUV PDs and excavating the inherent mechanism seem seriously crucial to achieving

further  actual  applications.  The  construction  of  heterojunction  can  lead  to  many  desired  characteristics  in

optoelectronic devices. In the field of DUV photodetection, Ga2O3 has been a popular subject for constructing

DUV  PDs.  So,  it  is  necessary  to  develop  self-powered  Ga2O3-based  DUV  PDs  through  fabricating  its

heterogeneous structure. Therefore, in this work, the Ga2O3/Al0.1Ga0.9N heterojunction DUV PD is fabricated

and discussed, which can achieve 254 and 365 nm DUV light photodetection. At positive voltages and negative

voltages,  the heterojunction PD can operate in a photoconductive mode or a depletion mode,  respectively.  In

view of the PD performance, it displays decent dark current and DUV photoresponses. At voltage of 5 and –5 V,

under 254 nm DUV light illumination, the photoresponsivity (R) is 2.09 and 66.32 mA/W, respectively, while

under 365 nm DUV light illumination, R is 0.22 and 34.75 mA/W, respectively. In addition, under the built-in

electric field (Ebuilt-in), R is 0.13 and 0.01 mA/W for 254 nm and 365 nm DUV light illumination, respectively.

In  all,  the  fabricated  heterojunction  PD  displays  promising  prospects  in  the  coming  next-generation

semiconductor photodetection technology. The results in this work indicate the potential of Ga2O3/Al0.1Ga0.9N
 

*  Project supported by the Young Scientists Fund of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 62204125),

the  Natural  Science  Research  Starting  Foundation  of  Recruiting  Talents  of  Nanjing  University  of  Posts  and

Telecommunications,  China  (Grant  Nos.  XK1060921115,  XK1060921002),  the  Fundamental  Research  Program  of  Shanxi

Province,  China  (Grant  No.  20210302123388),  and  the  Scientific  and  Technological  Innovation  Programs  of  Higher

Education Institutes of Shanxi Province, China (Grant No. 2021L588).

†  Corresponding author. E-mail:  zengliu@njupt.edu.cn
‡  Corresponding author. E-mail:  shzhang2016@sinano.ac.cn
†† Corresponding author. E-mail:  whtang@njupt.edu.cn

 

物 理 学 报   Acta  Phys.  Sin.   Vol. 72, No. 2 (2023)    027301

027301-8

mailto:zengliu@njupt.edu.cn
mailto:zengliu@njupt.edu.cn
mailto:shzhang2016@sinano.ac.cn
mailto:shzhang2016@sinano.ac.cn
mailto:whtang@njupt.edu.cn
mailto:whtang@njupt.edu.cn
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/volumn/home.shtml#1
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/volumn/home.shtml#1
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/volumn/home.shtml#1
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/volumn/home.shtml#1
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/volumn/home.shtml#1
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/volumn/home.shtml#1
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/volumn/home.shtml#1
http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/volumn/home.shtml#1


heterojunction with high performance DUV photodetection. Furthermore, except for the characterizations of the

materials  and  photodetector,  in  the  end  of  this  paper,  the  operating  mechanism of  the  dual-band  dual-mode

heterojunction  PD  is  analyzed  through  its  heterogeneous  energy-band  diagram.  It  is  concluded  that  the

illustrated dual-band dual-mode Ga2O3/Al0.1Ga0.9N heterojunction can be sensitive to UVA waveband and UVC

waveband  in  the  electromagnetic  spectrum,  extending  its  photodetection  region.  And,  the  dual-mode

(photoconductive mode and depletion mode) photodetection indicates two kinds of carrier transports in one PD,

which can be attributed to the successful construction of the N-N tomo-type Ga2O3/Al0.1Ga0.9N heterojunction.

Keywords: heterojunction, deep-ultraviolet detection, dual-band, dual-mode
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